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el ec'.[ ri qué,egﬂmére blgm erael( mq_mt &P JormPearant ans prvaletresupérieure dans une position adjacente 3
une douc mo ctl lpas ﬂ"g Etﬁé'hé‘ "15) aydmpoudhredestsss H8le fr'a icptche febarvsre
50 nm su {e:: aum 'hgﬁl’saaﬁ ﬁg olar sse E'g d'émetteur fo me une é‘ é?dﬂ?&tfqn avge la

che de b
fornd un aQése eesfttreuatéa.cﬁ B4i8 otlene Fal BT §inafandistbrtdofoh S @bdhBication 3) damb |
ei nem cdligdqur,3@ jonakct dplbiasectdtmant drL@ataant re | G&qu@lOltCE’tﬁxﬁhdj deatrizreCh@metean (16)

el ekt ri scPEpavenYeeiRgay motteur2ip e hmeerpaqlte 45 copsiste’ ereN G:he-xea)bﬂamwm nopidpes,

Hal bl eite frasistor exien, la yerdiosyionst: dansi n dang,la gpRgoximati-
d' enett eu£en§¢?£: St i,'"e?éd p"l% B ’eﬁ..“"el e12t i ‘ﬁ%‘ﬁ%ﬁ:"‘iﬁ@%@ ﬁé' %?fﬁ"iﬂ,kﬁﬁiﬁ
dut eur ( 1&)peﬁﬂ>’hf IEcdnﬁ)‘éslﬁM hé&srogh &sb&ﬁ@lt et fa-cofth® G’éwaﬁéug ®17), s&u UndValeur

Di ck¢ Hal lat orer babels iirgerdite dantia vadur @Ot | gue e‘sup&r&urdedans lune spositiore tagjotentes ard
une schi C'H‘F"{; ntmm"emmtt ebi peatesyivemerien, el eRughede base (18harri bre de

pot eft i el 98H dpipwSintedeurs, Ak Ae BRYYIN3 1’ 832) hi er an ver sehen und 50

et upe couche de barribre de collecteur en zwischen der Emtter- und der

Kol | ekt or schi cht sem conduct eur - (14) entre | ea couches de coll ec-

gel egen i st, teur et de base, et
cont|gue A ces-dernibres, eine Halbleiter®Enitterbarrierenschicht (16), die
fornmant une hdterojonction avec | a couche de zw schen den, sow e angrenzend
an dije Emtter- base et etablissant une barribre de potentiel entre
und Basi sschi chten gel egen ist und eine Potenti- s5 | es couches de
coF+Ecteur et de base, caracterise al barr#®ere hierzw schen erzeugt, und

en que ei ne Hal bl ei ter-Kollektorbarrierenschicht (14), | a barribre de
potehtlal qui est etablie par |la die zwi schen den, sowi e angrenzend an die
Kol - couche de barribre d' 6nmetteur- présente une aug- |ektor- und
Ba5|sschichten gel egen ist, einen n@nt at i on progressive continue dans
“la direction Heteroubergang mt der Basisschicht bildet und 60 allant
de la couche d' 6nmetteur vers |a couche de eine Potential barriere zw schen
dadurch gekenn- base, grace a quoi sa hauteur est comrandee au

zei chnet, dae 35 noyen de | a tension
(Vb.) qui est appliquébe entre die durch die Emtterbarrierenschicht
erzeugte | es couches d' enetteur et de base, Potential barriere eine

kontj nuierliche, allnahliche | a couche de base a une concentration de
“Zunapne in Richtung von Emtterschicht zugp 65 dopant infé6rieure & 1016
cm3|] 6 L1rrrroirrrnl 11 EP 0207968 Bl

12 et un gaz de porteurs de charge, qui est un gaz adj acente 3 | a couche
d enetteur (17), jusqu' a une. dégbnbr6 bidi mensionnel induit, est forn6 dans
val eur sup6rieure dans une position adjacgnte a |la couche de base en
position adjacente A MhM e- | a couche de base (15), et |a couche de

barTi ere rojonctioon avec |a couche de barrire de coll ec- d' 6netteur
forme une h6t6rojonction avec |la teur, au noins |orsqu' une tension de

pol ari sation 5 couche de base.” {VCh), est appliquée entre | es couches
de base et de 3. Un transistor selon |la revendication 2, dans coll ecteur,
| e contact de base fornmant un contact | equel | a couche de barriere

d' 6netteur (16) ohm que avec | e gaz porteur de charges pré6citb.

consiste en Al Ga-, As pratiquenent non dopg, 2. Un transistor selon la
revendi cation 1, dans dans | aquell e x augnente de fagon approximati -

| equel | a couche de barriere d bnmetteur (16) est un io venent lineaire
en fonction de |la distance, depuis seoni conducteur conpose pratiquenent
non | une val eur infbrieure dans une position adjacente dopb, dont

| a cqnposition varie progressivenent, ¥ 1a couche d' 6netteur (17),

jusqy' a une val our ayant une bande interdite dont |a val eur aug-

supenli eure dans une position adjacente Ala nmente continuellenment et
progiessi venent couche de base (15). depuis une valeur infbrieure
dans §une position 15 20 25 30 35 40 45%50 55 60
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